
 

 

  

 (CVD) دهی شیمیایی از فاز بخاررسوب

از ابتدا به عنوان یک راه مؤثر براي ساخت طیف وسیعی از قطعات  (Chemical Vapor Deposition) دهی شیمیایی از فاز بخاررسوب
توسعه داده شده هادي، صنعت سرامیک و غیره و محصولات، به عنوان یک فرآیند تولید جدید در چندین بخش صنعتی شامل صنعت نیمه

هادي و تلاش زیاد محققان دانشگاهی و صنعت در واحدهاي تحقیق و توسعه از گستره اولیه خود در صنایع نیمه اثر است. روش فوق، بر
پوشش  هایی با تنوع زیاد،توان به توانایی تولید لایهمی CVD هايپذیر بودن روشمیکروالکترونیک بسیار فراتر رفته است. از دلایل توسعه

اي (آمورف) هاي ایجاد شده معمولاً در شکل بلوري یا شیشههایی با ترکیبات آلی و غیرآلی اشاره کرد. لایهرساناها و ساخت لایهفلزات، نیمه
  .آیندو با کنترل خواص مطلوب به دست می

 

 CVD اساس روش 

است. در محفظه فوق یک یا چند  (Chamber) ماده در یک محفظهپیششامل جریان گاز یا گازهاي CVD ترین صورت آن، در ساده
دهد. هاي شیمیایی بر روي (یا در نزدیکی) سطوح داغ رخ میدهی شوند، وجود دارد. در این روش، واکنشسطح گرم که قرار است پوشش

شود. همچنین مواد ه تولید مواد شیمیایی میآید. این فرآیند منجر بدر نتیجه رسوب به صورت یک فیلم نازك بر روي سطح به وجود می
دهی به شود. رسوباند، خارج میماده که واکنش ندادهآیند که از محفظه، همراه با گازهاي پیشزائد و محصولات جانبی نیز به وجود می

که فرایندهایی مانند  (PVD) بخاردهی فیزیکی از فاز پذیرد. برخلاف رسوبدرجه سانتیگراد انجام می 1000طور معمول در دماهاي حدود 
 .است مادهدر پیش )شیمیایی هايواکنش( دربرگیرنده تغییرات CVD شود، روشتبخیر، پراکنش و تصعید را شامل می

شود، در دماي ماده گفته میدهنده، که به طور معمول گازهاي پیشاست، که در آن گازهاي واکنش CVD مثال نوعی از سیستمزیر  شکل 
گیرند؛ داغ قرار می (substrate) گذرند، گازها در تماس با بسترطور که گازها از راکتور میشوند. همانب وارد محفظه واکنش میمناس

کننده به عنوان رقیق (Ar) شود. معمولاً از یک گاز خنثی مانند آرگونبر روي بستر رسوب داده می دهند و یک لایه جامدسپس واکنش می
به  NaOH توسط HCl ند. در انتهاي واکنش، گازهاي خروجی شاملتدهی دو عامل محدودکننده هسشود. دما و فشار رسوبمیاستفاده 

  .شوندمتراکم می N2 شوند و قبل از خروج به اتمسفر توسطدام انداخته می
 

 

 CVD مثالی از یک سیستم



 

 

  

  

دهی لایه جامد ل ایجاد یک لایه نازك توسط واکنش شیمیایی و رسوبیک نام عمومی براي گروهی از فرایندهاست که شام CVD بنابراین
  :افتندمراحل زیر اتفاق می CVD توان گفت در حین فرایندشود. به طور کلی میبر روي بستر می

  دهنده به مجاورت بستر؛هاي گازي واکنشگونهحمل و نقل جرم .1
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  CVD مزایا و معایب روش

  :اندداراي مزایایی است که مواردي در ذیل آورده شده CVDها، مانند سایر روش

تمامی نقاط قابل مقایسه و به طور معمول منسجم هستند بدین معنی که ضخامت لایه در  CVD هاي تشکیل شده با روشفیلم .1
  .یکنواخت است

  .توانایی رسوب گستره وسیعی از مواد .2
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  .ها گاه آلاینده یا انفجارپذیر هستندمادهاین روش ایمنی کمی دارد و پیش .1
  .ها سمی هستند (براي تولید ترکیبات فرار)ها و کربونیلهیدرات .2
  .گیر هستندآتشمواد آلی فلزي در تماس با هوا  .3
 .هایی با خلوص بالا، نیازمند هزینه بالایی استتولید لایه .4


